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３． 事後評価結果 

〇評点： 

 

 

 

〇総合評価コメント： 

 

本研究チームは、SiC・GaN に続く新材料であるダイヤモンド半導体を用いた次世代超低損失パワーデバイス

の基盤構築を目的とし、ダイヤモンド半導体に特異な性質を活かした新しい構造の高性能パワーデバイスの研

究開発を行った。 

まず、ダイヤモンド半導体が既存の半導体にはない特異な性質を持つことを示した。たとえば、ダイヤモンド

半導体では、既存の半導体のように再結合中心を介して電子と正孔が再結合するのではなく、小さな誘電率に

起因した束縛状態を介して再結合が生じることを示した。また、約1019cm-3以上の不純物濃度で通常のバンド伝

導からホッピング伝導に変化する性質を利用し、デバイス開発で必要となる低抵抗化を実現した。このホッピン

グ伝導の温度・不純物濃度依存性を調べ、バリアブルレンジホッピングと最近接ホッピングの 2 つの伝導機構が

存在することを明らかにした。さらに、これらダイヤモンド半導体に特異な性質を利用して、接合型およびバイポ

ーラ型のトランジスタを試作し、世界初となるダイヤモンド半導体のトランジスタ動作を実証した。 

本研究チームは、ダイヤモンド半導体という新たな分野を創出するとともに、ダイヤモンド半導体デバイスの実

現への道を大きく切り開き、新産業創出の手掛かりを得た。本研究成果は、将来、科学技術イノベーションに大

きく寄与すると期待される。今後の課題は、ソースとドレインを基板の表裏面に配置した縦型デバイスの実現、大

電流動作の検証、基板の大型化と低コスト化である。今後、これらの課題を解決するとともに、製品化すべきター

ゲットを具体的に絞った上で、研究開発を推進することを期待している。本研究課題は所期した目標を十分に

達成し、戦略目標達成に大いに貢献したと評価される。 

 

A+ 期待を超える十分な成果が得られている 


